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論　　文　　の　　要　　旨
　直線状構造や層状構造の原子配列をした物質ではうその物理的一性質が結晶軸に対する方向により
大きく異なりヲ擬一次元的」性質や擬二次元的一性質を示すものがある。この様な低次元性を示す物質
の研究は新物質ヲ新材料の合成開発の目的とも相侯って精力的に行われている。
　本論文は遷移金属ペンタカルコゲナイドの一つHfTe。の諸性質を測定しヲ結晶構造から予測される
低次元性との関連を追求するとともにその物性の解明について述べたものでヨその成果は三つの項
目に分けられる。第一は良質の服Te。の単結晶を作成して電気低抗の温度依存性の測定を行いヨ肚Te。
が70Kに鋭い極大を示す低抗異常を持つ事を初めて見出した。筆者はこの原因としてNbSe。やTiSe。
が示す低抗異常との類似性から電荷密度波相転移の可能性を指摘した。さらに趾Te。とZrTe。との混
晶Hf．Zr王一。Te。の試料を作成して同様の測定を行いラ低抗極大を示す温度Tpが混晶比xに比例して変
化する事実を確認しヨ混晶系の低抗異常の原因は共通性を持つ事を明らかにした。第二にラ弱磁場
および強磁場中でホール効果の温度依存性を測定しヨ高温領域（T》Tp）では電気伝導に正孔が支
配的に寄与するが温度が下がってTpに近づくと正孔の数が著しく減少する事を指摘した。この温度
領域ではヨ電気伝導に対し正孔と電子の2つのキャリヤーの寄与がありヨさらに低温（T＜Tp）に
なると二種類の電子の寄与を考えなければならない事を明らかにした。この事実は，もし電荷密度
波相転移があるとすれば正孔のフェルミ面に電荷密度波形成に伴うエネルギーギャップが生じるこ
とを示唆するものである。第三にヨ静帯磁率の温度依存性を測定しヨHfTe。及びZrTe。ともに温度Tp
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付近に低抗異常と対応する反磁性帯磁率の極大があることを見出し、DiSa1vo等の実験結果の問違い
を指摘した。また観測した大きな反磁性はラ伝導電子のPaωi常磁性とLaΩdau－Pe1er1s反磁性およ
び内殻電子害価電子の反磁性への寄与の和で定性的な説明ができることを示した。また，磁気低抗
に現れる量子振動（Sh曲烈1ko▽一de　Haas振動）の測定から電子帯のフェルミ面の決定を試みた。こ
の結果ラ有効質量がb軸方向では大きいが争a－c面では小さくヨこの面内で異方性が小さい二次元的
性質をもつことを示しヨ低温でこのように非常に小さいフェミル面を持つ事は，NbSe。，4Hb－TaS。
等電荷密度波相転移を行う物質との共通点である事を指摘した。
　以上のようにHfTe。とその関違物質の低抗異常に関する種々の物性測定を行いラ電荷密度波の存在
と矛盾しない結果を得た。
審　　査　　の　　要　　旨
　著者は新しい低次元物質と考えられる趾Te。を合成し。この物質が電気低抗異常を持つ事を初めて
見出した。
　この論文ではヨHfTe。と関運するZrTe。ヨHf．Zr1一。Te。について伝導現象を中心とする種々の物性
測定が行われ雪その諸性質が明らかにされている。
　著者は低抗異常の原因解明のため，直流電気低抗ヨ弱磁場及び強磁場ホーノレ効果言静帯磁率ヨ磁
気低抗効果の実験を行いラ原因として考えられる電荷密度波、スピン密度波およびBi－Sb合金系で
見られるフェルミ準位の温度変化等の機構と実験結果との比較検討を行った。この結果ヨスピン密
度波とBi－Sb系との類似性の可能性は少い事ヨ直接的な証拠は見出されていないが電荷密度波と考
えた時に実験結果が矛盾なく説明できる事を示した。
　以上のように。著者が行った種々の物性量の測定及びその結果の解析により趾Te。及び関連物質の
低抗異常ならびに他の物理的性質が明らかになってきた。著者がHfTe。における低抗異常の発見から
諸性質の解明に至る迄に行った一連の研究成果が固体物理学の分野に与える寄与は大きくラ高い評
価が期待できる。
　よってヨ著者は理学博士の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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